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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validité de la présente publication

Le contephu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de[la technique.

Des repseignements relatifs & la date de
reconfirmfation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les rensdignements relatifs a des questions a I'étude et
des travalux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste_des
publications établies, se trouvent dans les documénts\ci-
dessous:

ite web» de la CEI*

o «Y

» Catalogue des publications de la CEI
blié annuellement et mis a jour régulié

atalogue en ligne)*

+ Butlletin de la CEl
Disponible & la fois a
cqmme périodique i

Termin'rlogie, sy
et littéaux

En ce qu
se repof
techniqu

Pour les
et les sig
lecteur ¢
utiliser
graphiqups ut///sab/es
compilaton/des’ feuilles individuelles, et la CEIl 60617:
Symboley graphiques pour schémas.

. Symboles littéraux a
la CE| 60417: Symboles

Validity of this publicatio

£pt under
hat the

ation of

ion and
pchnical

as well
d at the
4 Ilshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and|as a
printed periodical
Terminology, graphical and letter
symbols
For general terminology, readers are refgrred to

|IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vopabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter sybols to
be used in electrical technology, \EC 60417: (Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Troisiéme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes regulatrices
Section deux — Spécification particuliére cadre pour les diodes regulatrices
de tension et les diodes de tension de reféerence, a I’exclusion des diodes

1) Lles décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerpe
d[Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s'ini
mesure possible un accord international sur les sujets examings.

2) (

3) I

q
réfé

1

PREAMBULE

de réference de précision compensées en temper

Régle des Six Mois

Rapport de vote

47(BC)897

47(BC)940

Rour‘de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

es Comités
plus grande

nationaux.

ationales le
bit, dans la

tension de

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le
Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n°s 68-2-17 (1978):

191-2 (1966):

747-3 (1985):

749 (1984):

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie:

Essais, Essai Q: Etanchéité.

Normalisation mécanique des
Dimensions.

dispositifs a semiconducteurs,

Deuxiéme partie:

Dispositifs a semiconductors — Dispositifs discrets — Troisiéme partie: Diodes de
signal (y compris les diodes de commutation) et diodes régulatrices.

Dispositifs & semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

Section Two — Blank detail specification for voltage-regulator diodes

and voltage-reference diodes, excluding temperature-compensated precision

reference diodes

FOREWORD

1) The f¢rmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prefared b ich all
the National Committees having a special interest therein are repse ile, an
internfitional consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they itfees in
that sense.

3) In order to promote international unification, ¢he I'KC e&presse: the Kational Committees should adopt
the tgxt of the 1EC recommendation for the ational conditions will permif. Any
divergence between the IEC recommendation and\ the rules should, as far as possible, be
“clearly indicated in the latter.

This $tandard has beewn_prep
This $tandard is a blap
The tpxt of this st
\ Mnths’ Rule Report on Voting
\) 47(C0O)897 47(C0O)940
Furth¢r ifformation can be found in the Report on Voting indicated in the table above.
The Quality

Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-17 (1978):

191-2 (1966):

747-3 (1985):

749 (1984):

Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.
Mechanical Standardization of Semiconductor Devices, Part 2: Dimensions.
Semiconductor Devices - Discrete Devices — Part 3: Signal (including Switching)

and Regulator Diodes.

Semiconductor Devices — Mechanical and Climatic Test Methods.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Troisieme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)

et diodes regulatrices

Section deux - Specification particuliére cadre pour les diodes régulatrices
de tension et les diodes de temsion de référence, a I’exclusion des diodes

de reférence de précision compensées en température

INTRODUCTION

Le Systtme CEI d’assurance de la qualité des co
conformément aux statuts de la CEI et sous son autorité..lLe\but de

par|un pays participant comme étant conformes a
soignt également acceptables dans les autres pays partici

(ette spécification particuliére cadre fait
cadres concernant les dispositifs & gémi
suivantes de la CEI:

— 747-10/QC 700000 (1984): Dispositi : g ducteurs, Dixiéme partie:

—~ T#7-11/QC 750000 (KQ85)> i 3 i Onziéme partie: Spd
Renseignements neé
Hes nombre g ets sur cette page et la page suivante correspor
indjcation§ suiwa gnt étre portées dans les cases prévues a cet effet.
Identii . spécifjcation particuliére
[1] Nom isme National de Normalisation sous lautorité duquel la sp{
particulicre &

2] Numéro IECQ de la spécification particuliére.

s discrets et les circuits intégy

bnctionne

e définir

les |procédures d’assurance de la qualité de telle fagon ¢ posants\ électroniqyies livrés

pplicable

bSsals.

rticuliéres
blications

Sp4cification

[3] Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

€s.

cification

dent aux

cification

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information

requise par le systéme national.

Identification du composant

[S] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére. Les
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes
Section Two — Blank detail specification for voltage-regulator diodes

and voltage-reference diodes, excluding temperature-compensated precision
reference diodes

INTRODYCTION

The JEC Quality Assessment System for Electronic Components™is_opera lance
with the statutes of the IEC and under the authority of the IE b m is
to defige quality assessment procedures in such a manner t} sl ased
by one |participating country as conforming with the requjre 3 ation
are equplly acceptable in all other participating countrig§ withoug the ne.

This | blank detail specification is one of a 3eN for
semicorjductor devices and shall be used/Wi ;

— 747-1p/QC 700000 (1984): Semiconductet Device crete

-~ 747-1{/7QC 750000 (1985 b 11: Sectional Specification for Digcrete

Devices and Int
i ctok Dewges,

and the following page correspond to the follqwing
ich should be entered in the spaces provided.

Num
items o

Identifi¢

[1] The
sped

Standards Organization under whose authority the (fetail

[2] The| BECQ number of the detail specification.

[3] The number and issue number of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information
required by the national system.

Identification of the component

[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this should be stated here. Characteristics, limits and inspection
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caractéristiques, les limites et les exigences de contrble relatives & ces applications doivent
étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions
nécessaires a4 observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux documents correspondants pour les encombrements.
[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison
des types de composants entre eux.

@‘5
S

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu'une valeur est & introduire dans la spécification particuliére.]
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requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, a
caution statement should be added in the detail specification.

[7] Outline drawing and/or reference to the relevant document for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types.

S
e

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and should not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de 'ONH responsable 2y | QC 750005 - xxx 2
(et éventuellement de I'organisme auprés duquel la spécification [N° de la spécification particuliere

peut étre obtenue).] IECQ. plus n° d’édition et/ou date.]

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE 3 | [Numéro national de la spécification particuliére.] @
CONTROLEE CONFORMEMENT A: [Cette case n’a pas besoin d’étre utilisée si le numéro national
Spécification générique: Publication 747-10/QC 700000 est identique au numéro [ECQ.]

Spécification intermédiaire: Publication 747-11/QC 750000
{et références nationales si elles sont différentes].

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: N ®
[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]

Renseignements 4 donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.

R

1. Description mecanique

S pfincinion

Référeqices d’encombrement: Bi des}ﬁll rices de tension  (Rég.) ®
CEI 191-2..... [obligatoire si disponible] et/ou nationales [s'il Diodes de tepsion de référence (Réf.)

I’exclusion des diodes de référence
de'grécision compensées en température)
riau semiconducteur: [Si].
capsulation: [boitier avec ou sans cavité].

n’exist¢ pas de dessin CEI]J.

Dessin|d’encontbrement
[peut &fre transféré, ou donné ave
cette nprme].

Identification des bor§es
[dessinf indiquant Kemplacementd es, yxompris les
symbofes grapkiquesh

3. Categories d’assurance de la qualit

13-

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécifichtion générique}. @

Margageslettres et chiffres, ou code de couleurs). Données de référence @

{La specification particutiere doit Indiquer {es informartions a mar-
quer sur le dispositif.]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou l'article 6
de cette norme.]

[Indication de la polarité, si I'on utilise une méthode spéciale.]

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a cette spécificatio®
particuliére sont homologués.
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{Name (address) of responsible NAI ) ® | QC 750005 — xxx
(and possibly of body from which specification is available).} [Number of IECQ detail specification,
plus issue number and/or date.]

®

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED (® | [National number of detail specification.] :
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: [This box need not be used if national number repeats [ECQ number]
Generic specification: Publication 747-10/QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11/QC 750000
[and national references if different].

(»)

DETAIL SPECIFICATION FOR: \/ ®
[Type number(s) of| the relevant device(s).}
Ordering informatjon: see Clause 7 of this standard.

1. Mechanical description 2. /Sh\o((t }gsﬂriy{io N

Outline referentes:
1EC 191-2..... [[mandatory if available] and/or national [if there 13
no IEC outling].

ge-refarence dioges
ing temperapdre-compensated

Outline drawing
[may be transf¢rred to or given with more details in Clause\10 OQ
this standard]}.

Terminal identlfication
[drawing showing pin assign

3. Categories of assessed quality

[from Sub-clause 2.6 of the generic specification]. B
Reference data &

Marking: [letters ahd-figures, or colour code].

[The detail spegification shall prescribe the information to be mar-
ked on the device, 1T any.]

[See Sub-clause 2.5 of generic specification and/or Clause 6 of this
standard.]

[Polarity indication, if special method is used.]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current Qualified Products List.
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4. Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles a4 I’endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a 'article 10 de cette norme.]

Valeur
Paragraphe Parameétres Symbole
Min. Max.

4.1 Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boitier Tomreike X X
4.2 Températures de stockage X X
43 Dissipation de puissance: Q

[Exigences spéciales de refroidissement et de montage a spécifier.]
43.1 Dissipation de puissance maximale P, en fonction de la températur

ou:

432 Température maximale virtuelle (équivalente) de jonction, T X

et dissipation de puissance maximale P X
4.4 S'il y a lieu, valeur maximale du courant direct Ie X
4.5 S’il y a lieu, courant inverse continu maximal I, X

Cela doit étre donné en deux partj
4.5.1 Pour le type donné, liste de L,

pour chaque tension V;a T, ou T,
452 S'il y a lieu, liste analogue & T, érature spécifiée pour P’essai d’en-

durance]
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4. Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

{Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional values should be given
at the appropriate place, but without sub-clause number(s).]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Value
Sub-clause Parameters Symbol
Min. Max.

4.1 Operating ambientor CasT TCTIPETaTuTeS X X
42 Storage temperatures X X
43 Power dissipation:. .

[Special requirements for ventilation and mounting should be specified.]
43.1 Maximum power dissipation P, as a function of temperature >

or:

432 Maximum virtual (equivalent) junction temperature, Ty X

and maximum power dissipation P, X
4.4 Where appropriate, maximum value of forward current Ie X
45 Where appropriate, maximum continuous (direct) reverse cy 1, X

This should be given in two parts:
4.5.1 List, for the given type, of I, (correspordi P,

for each V; voltage, at T, or T, =25
452 Where appropriate, similar list at T, or = [temperature Specified e endur-

ance test]

@@W
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5. Caractéristiques électriques (voir I’article 8 de cette norme pour les exigences de contrdle)

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les
caractéristiques supplémentaires éventuelles a I’endroit voulu, mais sans numéro de
paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il
convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]

Caraetbristighes-et-eonditions-a—Tmy-ot—TFor——25-2C 6t Rés
Paragraphe sauf spécification contraire Symbole Essayé
(voir article 4 de la spécification générique) )vQEn Max. |Mig..[Max.
A A~
. . . . . N N
Sl Valeurs minimale, nominale et maximale de la tension de régulation \
pour un courant spécifié (en continu ou en impulsions comme spéci- | -
fié dans la spécification particuliére) (voir paragraphe 2.4 de la spéci- \/
fication générique) > X X X X A2b
52 Courant inverse maximal pour une tension spécifiée dans la spécifi~ R
cation particuliere: R& X A3
— entre 60% et 85% de V5, lorsque V5, >5,6 V \
— de préférence entre 25% et 50% de V5, lorsque V5, >
(voir page 16)
3 S’1l y a lieu, courant inverse maximal pour une texqsi
comme en 5.2 et & haute températyre > X X C2b
5|4 Résistance différentielle maximale pqur le
(en continu ou en impulsions comme spécifié¢ danda spesificatio
particuliere) r X X A2b
545 S’il y a lieu, résistance différentielle
régulation minimajfecommandé Iz X X C2a
516 S'it y a lieu, tension
cifié I Ve X X C2a
yz X X - - C2a
v, X - C2a
Cat X X C2a
waximale de résistance thermique jonction-
n-boitier ou jonction-connexion avec une
connexion spécifée. Ry, X X
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5. Electrical characteristics (see Clause 8 of this standard for inspection requirements)

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional characteristics should
be given at appropriate place but without sub-clause number.]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
should be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

{Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Characteristics and conditions at 7, or T, = 25 °C Ref. Reg.
Sub-clausg unless otherwise specified Symbol Y Tedted
(see Clause 4 of the generic specification Min. Mé. Min. [Max.
g p ) ES 7\\
5.1 Minimum, nominal and maximum values of working voltage at a <
specified current (continuous (direct) or puise as specified in the de- q \ \
tail specification) (see Sub-clause 2.4 of the generic specification)
z \ \> ApPb
5.2 Maximum reverse current at a voltage specified in the detail specifi- -N
cation: < X X A3
_ between 60% and 85% of Vj,,;, when Vo> 5.6 V N
~ preferably between 25% and 50% of V5., when V.. < 5.6
(see page 17) ) \/>
53 Where appropriate, maximum reverse current at a voltage\specifi
asin 5.2 and at a high temperature Iy, p X X Cpb
5.4 Maximum differential resistance at the syurrent\spedified in\S.
tinuous (direct) or pulse as specified in thedetail icati X X ARb
5.5 Where appropriate, maximum differential resi
mended minimum opergt ok X X J2a
5.6 Where appropriate, maxi
current [ Ve X X 2a
5.7 rent of work-
a specified tempe-
ayz X X - - J2a
5.8 ‘a specified operating
v, X - J2a
5.9
Ciat X X {2a
5.10 peragure is quoted as a rating: maximum
juriction-to-ambient or case or lead with
Ry X X
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6. Marquage
[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case (7) (article 1)
et/ou du paragraphe 2.5 de la spécification générique.]
7. Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum nécessaire
pour passer commande d’un dispositif donné:

référence précise du modele (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

o h i nValVaNsl 3 = b ted — — Jo o z k LA LR 1 1 -
= ICICICIICT T C Ut Ia SPTCIITCATION PATtITUIITIC aveT TUIITIO O CUNtIon © dateseton le Cas;

catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraphe 3.7 de la

spéecification-intermédiaire
et, si nécessaire, séquence de sélection définie au paragraphe 3.6 d¢ <

cation;

toute autre particularité.]

8. {Londitions d’essai et exigences de controle

[Elles figurent dans les tableaux suivants, @u S gcifier les valeurs et les
conditions exactes d’essai a utiliser pour ph\models @me, conformément aux infications

[Le choix entre les méthodes d’essai agiantes_doit/étre fait lors de la rédactjon de la
spécification particuliére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sant ¢ ar ta_méme spécification particuliére, il{convient
d’indiquer les condqti es valeu rrespondantes sur des lignes successives, gn évitant

Sauf
renvoien
spécificatiow ipfeé

[POUR k S DB PRELEVEMENTS, SE REPORTER OU REPRODU[IRE LES
VALEL PHE 3.7 DE LA SPECIFICATION INTERMEDIAIRE| SELON
MRANCE DE LA QUALITE ]

UPE 4, LE CHOIX ENTRE LES SYSTEMES NQA OU NQT EST A

de paragraphe donnés en référence dans cq qui suit
méthodes d’essai sont indiquées dans larticle 4 de la
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6. Marking

7.

8.

Test conditions and inspection requirements

[Any particular information other than given in box 7) (Clause 1) and/or Sub-clausc A

of the generic specification shall be given here.]

Ordering information

ﬁ

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless

otherwise specified:

- precise type reference (and nominal voltage value, if required);

- [TECQ reference of detail specification with issue number and/or date ¥

— |category of assessed quality as defined in Sub-clause 3.7 of sectig
if required, screening sequence as defined in Sub-clause 3.6 of

—|any other particulars.]

b¢ used shall be specified as required for a
tept in the relevant publication.]

specification is written.]

[When several devigs

Throughouy/ the
neric spec

3.7 OF SECTIONAL SPECIFICATION, ACCORDIN(
ES) OF ASSESSED QUALITY.}

ind,

s 10
viant

ctail

vant
ding

) the
A4 of

1L,
1O

BE
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GROUPE A

Contréles lot par lot

©747-3-2 © CEI 1986

Aucun essai n'est destructif (3.6.6)

Courant inverse

Limites des
exigences
Conditions & T,y 0u Ty, = 25 °C de contrdle
Examen ou essai Symbole Ref. sauf spécification contraire
(voirarticle 4 de laspécification générique) Réf. et Rég.
Min. Max.
Sous-groupe Al
xamen visuel externe 42.1.1
Sous-groupe A2a \
Dispositifs inopérants Polarfté inversée
ou\V; 3 [10 Vemax.]
u Jg >[100 [y max.}
gpécification
(\ cqntraire]
A\
FPous-groupe A2b
Tension de régulation v, D-021 Couram en im- X X
pulsno
ésistance différentielle . Iy D-022 ant mémex(ue po 7 ci-dessus, X
mpu ions comme spéci-
\fle
Bous-groupe A3 \2>
- X

—\de préférence entre 25% et 50% de
Zmin. lorsque ¥;nom. <56V

(voir page 18)}]

=

bre. — Référes
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Groupr A
Lot by lot
All tests are non-destructive (3.6.6)
Inspection
requirement
Conditions at T, or T, =25°C limits
Inspection or test Symbol Ref. unless otherwise specified .
(see Clause 4 of the generic specification) Ref. and Reg.
Min. Max.
Sub-group Al
External visual examination 42.1.1
Sub-group A2a

Inoperative devices

Sub-group A2b \/
Working|voltage v, D-021 Current = [specified{contituols ( X
or pulse as speyed.l\

Differential resistance r, D-022 Current = [the sa

ti nuju\s(u&ct)
)

Sub-group A3
Reverse ¢urrent Iy,

AN

: sedsecti aWcation 747-11/QC 750000.

Notre. — References forin metho
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Valeurs préférentielles de la tension inverse Vi

[La tension V, a spécifier au paragraphe 5.2 et en sous-groupe A3 pour la mesure de I,
devrait autant que possible étre choisie parmi les suivantes, la colonne (*) étant préférentielle]:

(E24) ¥, nom. Ve (E24) V; nom. | Vo (V) (E24) ¥, nom. | Vi (V)
V) Y (V) W) . V) .
24 0,6 6.8 47/ 5,1 30| 33
2,7 0,7 15 510 56 33 36
3.0 0.8 8.2 56| 62 36| 39
3,3 1,0 9.1 62| 638 39| 43
3:6 +6 16 b2 a3l 47
3.9 1,0 1 75| 82 41| 51
43 1,0 12 82| 9,1 511 56
4, 1,5 13 9,110 56| 62
5,1 1,5 15 10 |11 62| 68
5,6 1,5 16 1 |12 68| 75
6,2 3,6 18 12 |13 75| 82
20 13 |15 82| 9
22 15 |16 91 | 100
24 16 n< 100 | 110
27 18 120 110 | 120
30 go/_ % 120 | 130
33 22 /124 130 | 150
36 éjﬁ 7
AP

Ce tableau est destiné a servir i rédacteur de spécification et ne doit pas figurer
daphs la spécification pagticuliére.]

Q§§
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Preferred values of reverse voltage Vy

[Voltage V; to be specified in Sub-clause 5.2 and sub-group A3 for the measurement of I,
should whenever possible be chosen from the following, where column (¥) is preferred]:

(E24) V, nom. Ve (E24) V, nom. | V. (V) (E24) ¥V, nom. | ¥V (V)
v) * (V) V) * v) *
2.4 0.6 6.8 471 5.1 43 30| 33
2.7 0.7 75 5.1} 5.6 47 33| 36
3.0 0.8 8.2 561 6.2 51 36| 39
3.3 1.0 9.1 6.2] 6.8 56 39| 43
3.6 1.0 10 681 7.5 62 43 | a7
3.9 TO Tt 757 82 37 51
43 1.0 12 821 9.1 75 sn| 56
4.7 1.5 13 9.1{10 82 56| 62
5.1 1.5 - 15 10 {11 9] 62| 68
5.6 1.5 ’ 16 11 |12 1 75
6.2 3.6 18 12 |13 HO 75| 82
20 13 |15 0 21 91
22 15 |16 \ 13 91 | 100
24 16 |18 50 100 | 110
27 18 |20 \ 160 110 | 120
30 20 |22 0 120 | 130
33 2 |2 \ 200 130 | 150
36 24 |27

39 Z(ZI’\ G

ation writer and should not be inclyded

[This [table is intended for guidance o
in the detail specification.]
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GROUPE B

Contréles lot par lot

(Dans le cas de la catégorie I, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

VID = valeur initiale d’un dispositif individuel
LIS limite inférieure de la spécification
LSS limite supérieure de la spécification

} du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Limites des

Conditions & T, ou T,,.. =25 °C exigences
Examen ou essai Symbole Reéf. sauf spécification contraire de contrdle
(voir article 4 de la spécification générique)
vt Max.
/N
Sous-groupe Bl
Pimensions 422, irfrticle 1 de
ann. B le norme]
Jous-groupe B3
Robustesse des sorties
S applicable: 749, Force = [vo% 749, 2] Pas de
q Pliage des fils (D) I, 1.2 /\ détdrioration
Jous-groupe B4
YJoudabilité 749, Efamage
dorrect

\II, 21<
L749, omrne SM
\[j$c spkcifié]

doit par:
Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4 combinés avec

- Etanchéité
(pour les disposififs.a‘cavité) I’essai Qc, 68-2-17
AN \\ \/>
68 h) 747-3, | [Polarisation en inverse ou fonctionne-

(

Sous-groupe B5
Yariations rapides de tempéra-
thre, suivies soit par:

<4 Essai cyclique de chaleur hu-
mide (D)
(pourlesdispositifs sansgavit
qvec les mesures finaleg;
[yoir ci-dessous]

7/\ N

[Voir[ci-dessous]

Yous-groupe B§
Endurance élegtriqhe
ch.V ! ment a haute température]
pvec les

[voipsi-dessou » [Voir[ci-dessous]

iohgwm CbK\) Informations par attributs pour B3, B4, B5 et B8

Mesures finales:
[-|Poutles diodes Tegulatrices de tension: comme dans le sous-groupe A2b.

— [Pouf Jes diodes de tension de référence:
ol x12158S

e Pour I, spécifié: |A¥,| < 1% VID pour dispositifs avec tolérance =+ 1% ou plus faible que %1%
|AV,| < 2% VID pour dispositifs avec tolérance plus large que *1%.]

[Groupement pour les essais d'endurance: On attire Iattention sur le paragraphe 3.2.3.1 de la spécification intermédiaire,
Publication 747-11.]
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GrouPr B

Lot by lot

(In the case of category I. see the generic specification. Sub-clause 2.6)

IVD = initial value of individual device
LSL = lower specification limit } from group A
USL = upper specification limit group

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

. Inspection
Conditions at 7, or T.,..=25°C requirement
Inspection or test Symbol Ref. unless otherwise specified limits
(see Clause 4 of the generic specification)
Min. Max.
Sub-group|Bl
Dimensiofis . 422,

app. B

Sub-group| B3

Robusiness of terminations

Where applicable: 749, Force = [see 749, ] No damage
e Lead bending (D) I1,1.2

Sub-group B4

Solderabillity 749, [As specified; soldey bath p! ferre Good wetting
I1, 2./1\‘ A
Sub-group BS
Rapid change of temperature, 749,
followed py either: 111,
— Damp heat, cyclic (D) 749,
111,
(for nop-cavity devices)
with finallmeasurements: ’\
[see below] [See below]
or:
~ Sealing , Subrclauses 7.2, 7.3 or 7.4 combined
(for cayity devices) \\III, th Test Qc, 68-2-17

V
Sub-group B8 \/
Electrical endurance (168 h 74743, | [High-temperature reverse bias or op-
v A

erating life]

with fina measur
[see beloy [See below]
AN

Sub-groulrz L \ Attributes information for B3, B4, BS and B8

Final meajurementss

[~ For volfage- regulator : as in sub-group A2b.

— For volthge“reference diodes:

o r, < 1.2|USk

o At specified J,: IAV,1< 1% IVD for devices with tolerances + 1% or tighter than +1%

|AV,| < 2% TIVD for devices with tolerances wider than +1%.]
[Grouping for endurance tests: Attention is drawn to Sub-clause 3.2.3.1 of the sectional specification, Publication 747-11.]
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Groure C
Contréles périodiques

LIS
LSS

I

limite inférieure de la spécification
limite supérieure de la spécification

}du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

. Limites des exigences
Conditions & T, ou 1., =25 °C de contrdle

sauf spécification contraire
(voir article 4 de la Reéf. Rég.
spécification générique)

Examen ou essai Symbole Réf.

Min. | Max. | Min. | Max.

Squs-groupe CI

Dimensions 4.2.2, te norme])
ann. B
Squs-groupe C2a \
Coefficient de température de ay;z D-023 Courant d’essai -
la|tension de régulation pour V, en A2b},
) Températures =
St y a lieu,
Tqnsion de bruit v, D-024 X -
b
Sl y a liey,
Tgnsion directe Ve -001 X X
Sl y a lieu,
Cipacité totale Co X X
Sl y a lieu,
Resistance différentielle ok 02 urant de régula- X X
ecommandé]
\
Squs-groupe C2b \
Courant inverse a hautg tem> Iy, Tens = [spécifiée pour Iy, X X
pdrature en_A3j,
\ \ Température = [élevée]
AN
9

Seus-groupe C&)
Rpbustesse des so¥ii \/\ ) ]
'erlaCUOH (D) \/ » L f\/a]eurs = [spécifiées] Pas de détérigration

749,
I, 1
N ]
) 749,
11, 2.2
[Comme Note 1, |[Comme Note 2,
page 24] page 24]
Sous-groupe C6
Vjbratiens ou chocs, suivis par 749, I | [Comme spécifié]
accEtETation CoTstamte 345
[pour les dispositifs a cavité
uniquement]
avec les mesures finales: [Comme Note 1, {[Comme Note 2,
{voir notes 1 ou 2, page 24] page 24} page 24]

[* Peut ne pas étre exigée pour des boitiers spéciaux, tels les boitiers microminiatures.] (Suite du tableau, page 24)
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